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M AR ARBIEZAE] / Guangzhou Betop Scientific Ltd.

Rz FE1E . 400-668-1210 Tel: 020-34498462  Fax: 020-84213246

E-mal: Info@betops.com.cn Web: www.betops.com.cn
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Thin Film Thickness Measurement System TF200
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Fast, accurate, Non-destructive, flexible, Easy to use,Good value for money
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Basic

Bspline.dat
Cauchy.dat
CodyLor.dat
Sellmeier.dat

Cody-Lorentz.dat

Temp-Library.dat

Forouhi-bloomer.dat

Tauc-Lorentz.dat
Tanguy.dat
Gaussion.dat
Lorentz.dat

Dielectric

Al2O3 .dat
BaTiOs3.dat
CaF2 .dat
CuQO.dat
DLC.dat

IPA. .dat
ITO.dat

KBr Palik.dat
KCI Palik .dat
LaF3 .dat
LiF.dat
LINBO3.dat
MgO.dat

Semiconductor

AlAs_dat
AlGaAs2 dat
AlIN_dat

AlSb dat

B-SiC _dat
BN hex e Adachi.dat
CdS O.dat
CdTe Oxide dat
GaAs. dat

GaN .dat
GaSb.dat

HgTe. dat

In24GaAs. dat
InP3.dat

Metal

Ag.dat
Al.dat
Au_dat
Cd.dat
Co.dat
Cr.dat
Cu_dat
Fe.dat
Irdat
Mo_dat
Nb.dat
Ni.dat
Pd_dat
Ti.dat
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TT200 113.98nm 343.10nm

1028.56nm | 3033.68nm

Photoresist ##| & E 0 & 45 R XL 3%

112.14nm 344 38nm
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